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(54) Title: METHOD FOR MAKING A PLATE-LIKE DETACHABLE STRUCTURE, IN PARTICULAR MADE OF SILICON,

AND USE OF SAID METHOD

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D’UNE STRUCTURE DEMONTABLE EN FORME DE PLAQUE, EN PARTICU-

LIER EN SILICIUM, ET APPLICATION DE CE PROCEDE

(57) Abstract: The invention concerns a method for making a plate-like structure comprising at least one substrate (3), one super-
strate (5) and at least one intermediate layer (4) interposed between the substrate and the superstrate, which consists in: forming on
the substrate, at least one intermediate layer comprising at least one base material wherein are dispersed so-called extrinsic atoms
or molecules, different from the atoms or molecules of the base material, so as to constitute a substructure (2); applying to said
substructure (2) a basic heat treatment such that, in the temperature range of said heat treatment, the presence of selected extrinsic
atoms or molecules in the selected base material generates a structural transformation of said intermediate layer; and assembling
a superstrate (5) on said heat-treated intermediate layer (4), so as to obtain said plate-like structure (1). The method is useful for

making detachable semiconductor structures.
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(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une structure en forme de plaque comprenant au moins un substrat (3), un superstrat (5) et
au moins une couche intermédiaire (4) interposée entre le substrat et le superstrat, consistant : & former sur un substrat, au moins une
couche intermédiaire comprenant au moins un matériau de base dans lequel sont répartis des atomes ou molécules dits extrinseéques,
différents des atomes ou molécules du matériau de base, de fagon & constituer une sous-structure (2) ; a appliquer a cette sous-
structure (2) un traitement thermique de base tel que, dans la plage de température de ce traitement thermique, la présence des
atomes ou molécules extrinséques choisis dans le matériau de base choisi engendre une transformation structurelle de ladite couche
intermédiaire ; et & assembler un superstrat (5) sur ladite couche intermédiaire (4) traitée thermiquement, de fagon a obtenir ladite
structure (1) en forme de plaque. Application du procédé a la fabrication de structures semi-conductrices démontables.



